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[背景] AlGaN/GaN HEMT構造を用いた電子デバイスの低コスト化のため、大口径 Si基板上への成

膜が注目されている。我々はこのような需要に向けて 200mm Si基板対応の枚葉式高速回転

MOCVD装置(EPIREVO G8
TM

)を開発し[1]、さらに生産性向上のためマルチチャンバによる並列運

転システムを実現した[2]。AlGaN/GaN HEMT構造の成膜において、電子供給 AlGaN層の膜厚お

よび Al組成の均一性が品質管理の観点から重要となる。そこで今回、この装置を用いて AlGaN

層成膜における回転数依存性を調べた結果、均一性の向上を確認したので報告する。 

[実験方法] HEMT構造は 200mm Si(111)基板上に AlGaN/AlNバッファ層を成膜し、その上に Cド

ープ GaN、アンドープ GaN、続いて電子供給 AlGaN層を成膜している。電子供給層は 10kPaで成

膜し、基板の回転数を 800~1500 rpmとしたサンプルを作製した。 

[結果と考察] Fig. 1は AlGaN層の成長速度および Al組成の回転数依存性を表したものであり、Al

組成には回転数による変化は見られないが成長速度については相関が見られる。これは高回転領

域では TMAと NH3の気相中での反応が抑えられているためだと考えられる。また、高回転成膜

では膜厚、Al組成ともに均一性の向上が見られた。このことを利用して 1700 rpmでの成膜をした

結果、4チャンバ同時成膜において AlGaN層の膜厚均一性 20.0±1nm, Al組成均一性 25.0±1%を

実現した(Fig. 2)。 
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Fig. 1  Effect of rotation speed on 

AlGaN thickness and Al composition 

Fig. 2  AlGaN thickness and Al composition distribution 

for 4 wafers grown in a 1700rpm run 
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